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※概要（Summary ）： 

高効率電力変換用パワーデバイスの創出を目指し、

NIMS、東大と共同して、大電流制御が可能とされる

強誘電体 PZT膜をダイヤモンド基板上に成膜・加工 

する。 

※実験（Experimental）： 

 市販ダイヤモンド基板を利用して、スパッタにより、

下部電極なしで PZT 薄膜を形成する条件を探る。ま

た PZT薄膜のドライエッチング基本条件を見出す。 

1) スパッタ法による成膜：基板温度、RF パワー、

基板―ターゲット間距離等のパラメータを検討し

た。 

2) 磁気中性線放電加工ドライエッチング装置を用い

て、電力、ガス圧等のパラメータを変化させ、Si

基板上の PZT薄膜のエッチング条件を検討した。 

※結果と考察（Results and Discussion）： 

1)  ダイヤモンド基板上に直接形成法により結晶化

PZT の 形 成 に 世 界 で 初 め て 成 功 し た 。

 

Fig.1 X線回折パターン 

 

2) 磁気中性線放電加工装置により、PZT 薄膜（厚み

1.9um）を幅 10umで加工できる条件を見出した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fig.2 電子顕微鏡写真 

 

※その他・特記事項（Others）： 

今後の課題：パワーデバイスに適した PZT 薄膜形成す

るとともに微細加工技術を最適化する。 

 

本研究は H24 年度「グリーン・ネットワーク・オブ・

エクセレンス」（GRENE）先進環境材料分野の一環とし

て行われた。 
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無し 
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